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1 @mE¥
1 | #RF%45% Nominal Frequency 26. 000000MHz
2 | #REh#E Mode of Oscillation AT YJ) FUND
3 | JHHEANZ Frequency Tolerance + 10PPM at25C +3°C
4 | JAPEHIZE Temperature Tolerance 4 30PPM
5 | TAEIRE Operating Temperature Range =20°C~+70C
6 | IWAFIRJE¥ Storage Temperature —40°C~+85C
7 | TAFIEE Work Humidity 10%~85%
8 | %l Equivalency Resistance 60 Q
9 | fiE % Load Capacitance 9 PF
10 | BT Drive Level 10 W
11 | & . % Shunt Gapacitance CO 7.0 PF
12 | 45240 Insulation Resistance 500MQ DC100V=E15V
13 | & b F Aging + 3ppm/year

Motk e PRINTH 5 2 X AR K 2238 # 7 Tk X 4 Fk 6 1%

% 0755-23001622  fE¥: 0755-26741500

M4k: www.jingfadianzi.com




JERI W EKETHERA A
SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO., LTD

e M
i B M ERE %4 g3
A1 | WGP GRS MR AR IR T-40CE5CLImRAM 500 |
NS 2 /N, SERGE T AR A B AR ED 1 /NI JE A
L 2 i e M G #APE) IR A 9 AR T-+100°C £5°C 2 fEHE A A 500 0
’ INEF 2 /NS, SERE T R A B AR ED 1 /N JE A
A 3 TLEIMR: BIRE 35°C 2 CZ ik (ERARIKFE 5%), 185 )45 T8 Ak )
) 48 /NEF £ 2 /N, FHTEK B, RN .
o4 MR WA ZE AR T IR 60°C +2°C S A X FE 90-98%: 1 0
) IRFE N 500 /NEF £2 /N, SERRE T Z iR B AR A LN R
RETER: AR T-40°C £ 2°CHEIRFE M 30 45-4h 1 434h, [
A. 5 TF+85°C £ 2°CHHIRFE N 30 8t £1 4k, FLI007K, 588G, X (1)
TR EHIRAE 2 /NE)
B PR BE %A R
BRVE AR : A S ARAE Them=5em 5 H HEEVE A B 3em LA AR
Bl g 3wk, i 1 /SR I
PR - B3 10-55Hz, PRIE 1. 5mm. F2EbiE X Y. Z HifRS) 2
B2 | i, B 1N I
B.3 | M P MR NIR: [ ARHIAS B, FHRISR. (1)
SO . AN G, PL0. Smm/s FOIEEE, 2mm B, & 5 R
B. 4 N X CI)
+ 1 FPEF(A] o
B 5 PRI R BRI GREE 7-10%) 295 #P )5, BHE 230+ a
: 5CZ IRERH 35
B.6 SR IINR: A2 AT T 85°C £5°C 2 im/K iR 5 44f, H/KKE (V)
) 78 i bniA 2 20em
AT A
A FEELIAE 265+ 5°C 28500 |, dbik 545 4 T AHEE 2. 0+0. 2mm,
B 7 3432 ) (1)
) AR TAE 350 10°C 28 b, Sk 58P mAHEE 2. Omm+
0:2mm, 3+0.5F (Gt 2 %), FERUG S AE IR A B ARAH 2 /Nt
S R
. A E PR
GRS | RESR
(1 $RAMY . +5ppm  HLFHARL: +£20%Q
(1) Sl 2R T A (V) TR
(I1I) BB SEFEET 90%
(IV) ToAMAE SRR e B E H /K
(V) | PN A

Hudik: BRI F 2 DA K 223 L7 Tl X 4 # 6 4%
HiiE: 0755-23001622  f£FL: 0755-26741500  Wk: www.jingfadianzi.com




HIH W EKETFTERA A
SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO., LTD

AV A

7002

—L_
!
It |
4.1 max
2.0=0.1

— |

i 1

AL

ml‘ 1 J b D
= r T I ] 1

—l—— |
-i‘—i-|
4.1 max

1

]
1L,
003

BTt

)
y Pﬂ ' - !
- 0000l ol olo—a-B-H—ph oo rli,r-!"

1 i el ity (5 4D I,..qu ik Tl i —
b . b=t b .|_J_. - ! :.f: | — | _' o .
1 VG ad Hed bBe b !

ITEM DIM
W +0, 20
Ao | 4.50%0.
B = (),

i.

0 © OO QO T £ T 75801

Hudik: PRI 522 XAR 7K 223 o DAL X 4 B 6 1%
FiE: 075523001622 B3 0755-26741500  Mik: www.jingfadianzi.com




JERI MR KRETHERLA
SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO., LTD

2132025
Aliezded

10,7102

e

i

=

S ]

= |
e

4

Available Reel Size {mm) ¢

Tape widthe ~ | W=0.3 mm+

24 mm+ M40

Hudik: BRI F 2 DA K 223 L7 Tl X 4 # 6 4%
HiiE: 0755-23001622  f£FL: 0755-26741500  Wk: www.jingfadianzi.com




	A. 1
	耐低温性(耐寒性)测试：石英晶体放于-40℃±5℃之恒温箱内500小时±2小时,完成后放于室温中自然
	A. 2
	耐高温性(耐热性)测试：石英晶体放于+100℃±5℃之恒温箱内500小时±2小时，完成后放于室温中自
	A. 3
	盐雾测试：将温度35℃±2℃之盐水（盐份浓度5%），喷向石英晶体48小时±2小时, 再用清水洗净，检
	A. 4
	湿度测试：将石英晶体放于温度60℃±2℃及相对湿度90-98%之恒温箱内500小时±2小时，完成后放
	A. 5
	温度循环：石英晶体放于-40℃±2℃恒温箱内30分钟±1分钟，再放于+85℃±2℃恒温箱内30分钟±
	跌落测试：石英晶体在75cm±5cm高度自由跌落在厚度3cm以上木板3次，放置1小时测试
	振动测试 ：周波数10-55Hz，振幅1.5mm。产品沿X、Y、Z轴振动2小时，放置1小时测试
	端子弯曲强度测试：固定本体扭曲45度角，再慢慢复原。
	（Ⅱ）
	端子强度：装基板后，以0.5mm/s的速度，2mm的弯曲度，加压5秒±1秒时间。
	（Ⅱ）
	熔焊性测试：端子粘上助焊液（浓度7-10%）约5秒后，放在230±5℃之熔锅中3秒
	(Ⅲ)
	密封性测试：石英晶体放于85℃±5℃之温水中浸5分钟，温水水量覆盖晶体约20cm
	（Ⅳ）
	熔焊耐热性
	石英晶体放在265±5℃之锡炉上，晶体与锡炉锡面相距2.0±0.2mm, 3分钟(2次)
	石英晶体放在350±10℃之锡炉上，晶体与锡炉锡面相距2.0mm±0.2mm, 3±0.5秒(共2次
	（Ⅰ）
	(Ⅰ
	(Ⅱ)
	(Ⅲ)
	(Ⅳ)
	（Ⅴ）

